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테크비즈파트너링기술분류 + 그린에너지

+ 연구자_한국화학연구원_이정오

+ 기술완성단계_TRL 4(Lab Scale 시제품 개발)

+ Keyword_나노 리본구조, 반도체박막, ZnO 박막, 박막스크레치

지재권현황

권리현황 특허번호 발명의명칭

출원 PCT/WO2020-009413

반도체 소자 및이를포함하는 센서등록 10-2128427

등록 10-2200350

기술성

기존기술의문제점

기존기술과의차별성(기술의특장점또는효과등)

▶ 반도체 박막의 물리적 구조및화학적 특성이 변화되어 센서의 감도가 향상됨

▶ 제조된 반도체 소자는 제조방법이 간단하여 공정시간 및비용 감축이 가능함

▶ 또한, 소자의 크기가 매우작아(나노 크기) 센서의 작동온도 및소비전력이 감소됨

022
반도체소자및이를포함하는센서

▶ 반도체 방식의 센서는 작은 크기 및 집적화가 가능한 장점을 가지고 있으나, 센서 소재의 선택성과

감도가 떨어지고, 고온에서 작동하므로 소비전력이 큰문제가 존재함

▶ 이러한 문제를 해결하기 위하여 바텀업(bottomup) 소재 및 탑다운(topdown) 소재가 사용되고 있으나,

바텀업 소재는 나노 소재의 균일성 및 안정성의 문제가 존재하며 탑다운 소재는 나노 리소그래피가

필요하기 때문에 사업화가 어려움
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2021 테크비즈 파트너링

나노리본구조를갖는반도체박막및스크래치형성후의AFM

활용분야

문의처

▶ 고효율 반도체 설계

▶ 제조및반도체 박막 가스센서 어레이 제조 분야

주요기술구성(상세설명등)

적용분야및적용제품

▶ 유기물과 같은 기재위에 반도체 박막 예비층을 형성하고, 강도가 큰 입자를 반도체 박막 예비층의

표면과 접촉시켜 스크래치를 형성함으로써 간단한 방법으로 고감도 반도체 소자를 제조함

▶ 스크래치는 폭이 10nm내지 250nm이고, 깊이가 0.5nm이상임

▶ 반도체 박막예비층 보다강도가 큰입자는 다이아몬드 입자이고, 평균입경(D50)이 1㎛ 내지 10㎛임
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